. Wojskowa

.

~Akademia Wydziat -5
3 Techniczna Nowych Technologiii Chemii =~ &

Warszawa, dn. 11.03.2026 r.

plk prof. dr hab. inz. Piotr MARTYNIUK
Instytut Fizyki Technicznej

Wydziat Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna

Recenzja

osiggnie¢ naukowych stanowiacych znaczny wkiad w rozwdj nauk scistych
i przyrodniczych oraz istotnej aktywnos$ci naukowej realizowanej w wigcej niz jednej

uczelni lub instytucji naukowej (Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza
w Czerniowcach, Ukraina; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr. Mykhailo Solovana, na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz rozprawy

habilitacyjnej w formie monotematycznego cyklu publikacji pt.
“Wplyw krétkoimpulsowego, wysokoenergetycznego napromieniowania protonowego
na nieorganiczne, organiczne i perowskitowe urzadzenia optoelektroniczne”,
w zwigzku z postgpowaniem habilitacyjnym prowadzonym przez Rad¢ Naukowa Nauki
Fizyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr  Mykhailo Solovan, zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczego
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotowat
dokumentacje wymagang do przeprowadzania postgpowania w ramach wszczetego
przewodu habilitacyjnego, o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
$cistych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk fizycznych. Habilitant nie ubiegal sig
dotychczas o nadanie stopnia doktora habilitowanego w Polsce (przedstawiona
dokumentacja wskazuje, ze 09.02.2021 r. uzyskat stopien doktora nauk w Narodowym
Uniwersytecie im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, Ukraina).

Jako osiggniecie naukowe wynikajace z art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z pdzn. zm.)
i stanowiace podstawe ubiegania si¢ o uzyskanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego, dr Mykhailo Solovan wskazal jednotematyczny cykl szesciu prac
opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR) zatytutowany
“Wplyw krétkoimpulsowego, wysokoenergetycznego napromieniowania protonowego
na nieorganiczne, organiczne i perowskitowe urzadzenia optoelektroniczne”. Ponadto,
Habilitant przygotowat 51 stronnicowy autoreferat, w ktérym przedstawit informacje
o przebiegu kariery naukowej, wskazal osiagnigcia naukowe, przedstawit opis istotnej
aktywnosci naukowej realizowanej w wigcej niz jednej uczelni lub instytucji naukowej oraz
osiggni¢cia dydaktyczne, organizacyjne i popularyzujace nauke.

Pan dr Mykhailo Solovan przez znaczacy okres pracy zawodowej zwigzany byt
z Narodowym Uniwersytetem im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, Ukraina, gdzie
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w latach 2014 - 2022 zajmowal kolejno stanowiska kierownika laboratorium, adiunkta
i profesora uczelni w Katedrze/Zaktadzie Elektroniki i Inzynierii Energetycznej. Od 2022 r.
“post-doc” i adiunkt na Wydziale Fizyki i Astronomii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W 2022 r. - przez 8 miesigcy zatrudniony na stanowisku
asystenta na Wydziale Fizyki, Uniwersytetu Nazarbajewa, Kazachstan. Dodatkowo,
6 miesiccy w Zakladzie Nauk Stosowanych i Technologii, Politechnika w Turynie,
Wiochy, jak réwniez 3 miesiagce w Kennedy College of Sciences, Uniwersytet
Massachusetts w Lowell, USA.

W grudniu 2014 r. Habilitant uzyskal stopien kandydata nauk, ktory odpowiada
stopniowi doktora nauk technicznych (Umowa pomigdzy Rzadem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrow Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim
dokumentéw o wyksztalceniu i rOwnowaznosci stopni), na podstawie rozprawy doktorskiej
pt. “Projektowanie heteroztaczy opartych na cienkich warstwach azotku tytanu
do zastosowan w elektronice i fotowoltaice”. W lutym 2021 r. uzyskat stopieni doktora nauk
(odpowiednik polskiej habilitacji DSc) na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im.
Jurija Fedkowycza - Ukraina w dziedzinie naukowej: fizyka pdtprzewodnikow
i dielektrykéw (tytul rozprawy: “Zjawiska elektroniczne w strukturach z barierami
powierzchniowymi opartych na krzemie., zwiazkach zawierajacych krzem i zwigzkach
chalkogenidowych™).

Opiniowany dorobek naukowy oraz cykl monotematycznych publikacji przedstawiony
jako rozprawa habilitacyjna, dotyczy tworczego wkiadu Habilitanta do nauk scistych
i przyrodniczych, w zakresie opracowania oraz kompleksowych badan nowatorskich
przyrzadéw optoelektronicznych - w tym fotodiod i ogniw fotowoltaicznych bazujacych na
materialach nieorganicznych, organicznych oraz hybrydowych perowskitach - odpornych
na promieniowanie jonizujace. Badania obejmowaly symulacje teoretyczne, opracowanie
materiatéw, processing przyrzadoéw oraz zaawansowana charakteryzacje optoelektroniczng,
przyczyniajac si¢ do rozwoju przyrzadéw odpornych na promieniowanie w kosmosie
i do zastosowan w trudnych warunkach srodowiskowych.

Omowienie i ocena osiggniecia habilitacyjnego stanowigcego znaczny wklad w rozwoj
dyscypliny (zgodnie z art. 219, ust. 1, pkt.2 Ustawy o szkolnictwie wyZszym i nauce)
Rozprawa habilitacyjna dr. Mykhailo Solovana stanowi cykl tematycznych prac, ktory
powstal na bazie szeSciu publikacji naukowych, w czasopismach z listy JCR,
charakteryzujgcych si¢ dobrym wspdiczynnikiem wplywu (od 1.9 dla Semiconductor
Science and  Technology do 244 dla Advanced Energy Materials).
W trzech (H2, H5, H6 - deklaracja Autora “first co-author”) przypadkach Habilitant jest
pierwszym autorem pracy wieloautorskiej. Dla prac H1, H3, H4, jest odpowiednio drugim,
ostatnim i czwartym autorem. Habilitant przedstawia i dokumentuje swojg rolg¢ w ich
powstawaniu, uzasadniajac takze swoj udzial o§wiadczeniami wspotautorow (zat. 7). Jego
wkiad w powstawanie prac stanowiacych prezentowane osiagnigcie naukowe polegal
przede wszystkim na opracowaniu koncepcji artykutu, opracowaniu metodyki badawczej,
przeprowadzeniu badan, wykonaniu processingu, charakteryzacji, interpretacji wynikow

wraz z przygotowaniem publikacji.

Przedstawiony cykl monotematycznych publikacji przygotowany przez Pana
dr. Mykhailo Solovana jest osiggnieciem naukowym i stanowi formalng podstawg
do ubiegania si¢ o stopien doktora habilitowanego, chociaz wiodaca rola Autora
tylko w__ polowie prezentowanvch prac (ich liczba) budzi zastrzezenia,
co do wlasciwego ich doboru i tworczego/merytorycznego udzialu Kandydata.
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Celem naukowym prac tworzacych monotematyczny cykl publikacji byto opracowanie
nowatorskich przyrzadéw optoelektronicznych - w tym nieorganicznych (np. heteroziacza
na bazie CdZnTe), organicznych (fotodiody i ogniwa fotowoltaiczne) oraz hybrydowych
perowskitowych (fotodiody i ogniwa stoneczne z perowskitow wielokationowych) - ktore
wykazuja odpornos¢ na krétkoimpulsowy, wysokointensywny strumien protonow. Celem
nie byla jedynie maksymalizacja parametréw detekcyjnych (takich jak czulo$¢ czy
wykrywalnos¢), ale Habilitant dazyt do okreslenia fundamentalnych ograniczen fizycznych
1 materialowych, ktére warunkuja stabilno$¢ pracy i wydajnos¢ w trudnych warunkach
radiacyjnych.

Glowna hipotezg lezagca u podstaw tych badan byto to, ze odpornosc
na promieniowanie w strukturach detekcyjnych mozna uzyskac poprzez dobor materiatow,
inzynieri¢ warstw przejsciowych oraz optymalizacje architektury przyrzadow - pod
warunkiem, Ze procesy generacji defektow, transportu tadunku oraz rekombinacji zostang
dobrze zrozumiane i bedzie mozna je zastosowac¢ celem minimalizacji procesow
degradacyjnych.

Zakres pracy obejmuje trzy powigzane problemy badawcze (PB), z ktorych kazdy
dotyczy innej klasy materiatow funkcjonalnych i architektur przyrzadow:

e PB-1: Nieorganiczne przyrzady optoelektroniczne (na bazie heterozlgcza
TiN/CdZnTe). Habilitant podejmuje prob¢ wyjasnienia w jaki sposdb wiasciwosci
materialdw nieorganicznych: stechiometria, struktura, tolerancja na defekty oraz
inzynieria struktury pasmowej wplywaja na generacje defektdéw pod wplywem
promieniowania, transport tadunku oraz stabilnos¢. Habilitant zestawia parametry
strukturalne i elektryczne ze zmianami charakterystyk przyrzadow pod wptywem
strumienia protondw.

e PB-2: Organiczne przyrzady optoelektroniczne (fotodiody i ogniwa
fotowoltaiczne). Habilitant podejmuje probe odpowiedzi,
czy organiczne fotodiody i ogniwa fotowoltaiczne mogg charakteryzowac sie
“samoregeneracjg”’ pod wplywem promieniowania duzymi dawkami protonow.
Podejmuje probe identyfikacji kluczowych elementow procesu projektowania
struktury materialu i samego przyrzadu, ktére moga wspomagaé procesy
regeneracji.

e PB-3: Hybrydowe perowskitowe przyrzady optoelektroniczne (fotodiody
i ogniwa sloneczne z perowskitow wieloskladnikowych). Habilitant podejmuje
prébe wyjasnienia, jak tolerancja na defekty oraz elastyczna sie¢ krystaliczna
perowskitow przektada si¢ na odpornos¢ na promieniowanie oraz jaki jest wptyw
tych czynnikéw na procesy transportu tadunku i procesy rekombinacyjne pod
wplywem strumienia protondw.

W przedstawionej rozprawie habilitacyjnej autor stosowat:

e zaawansowane metody teoretyczne i symulacyjne (SRIM, metoda macierzy
transferowej, formalizm Hechta) do przewidywania i interpretacji osiaggéw
przyrzadow pod wplywem promieniowania;

e systematyczng charakteryzacje eksperymentalng osiggow (pomiar J-V, EQE, szumy,
odpowiedZ czasowa) celem monitorowania zmian wydajnosci przyrzadéw
i ich korelacji z wlasciwo$ciami materiatow;

e innowacyjne metody wytwarzania przyrzgdoéw (w tym wykorzystanie heteroziacz
i zlacz Schottky’ego) celem optymalizacji odpornosci na promieniowanie
i uzyskanie jak najwyzszej wykrywalnoéci i szybkosci dziatania.

Habilitant stwierdza, ze odporne na promieniowanie i charakteryzujace sie wysokimi
osiggami przyrzady optoelektroniczne mozna uzyska¢ poprzez dobor materiatow
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charakteryzujacych si¢ tolerancje na defekty, poprzez precyzyjng inzynieri¢ pasm
energetycznych oraz symulacje numeryczne. Wyniki te stanowig podstawe
do rozwoju nowej generacji systemow optoelektronicznych dla  zastosowan
w misjach kosmicznych, komunikacji satelitarnej, obszarach skazonych oraz planowanych
do pracy w warunkach o wysokim poziomie promieniowania jonizujgcego.

Reasumujac, mozna stwierdzié, iz gldwnym osiagnigciem Habilitanta, majgcym
znaczacy wklad w rozwdj dyscypliny nauki fizyczne, jest opracowanie architektury
przyrzadéw optoelektronicznych odpornych na promieniowanie oraz pokazanie korelacji
pomigdzy doborem materialéw, architektura przyrzadu, a reakcja na promieniowanie
jonizujace.

Do najwazniejszych osiggnie¢ kandydata uzyskanych w pracach H1-H6 nalezy
zaliczy¢:

e opracowanie ram koncepcyjnych dla przyrzadéw optoelektronicznych odpornych na
promieniowanie, laczacych symulacje numeryczne (rownania Hechta, metoda
macierzy transferu) z eksperymentalna weryfikacja struktury przyrzadu HI.

e pokazanie, ze heterozlgczowe fotodiody bazujace na TiN/CdZnTe charakteryzujg
sic wysokg wykrywalnoscia i szybkoscia odpowiedzi, nawet po oddziatywaniu
krotkoimpulsowym strumieniem protonow H2.

e pokazanie, ze fotodiody Schottky’ego (grafit/CdZnTe) charakteryzuja sie¢ wysokimi
osiggami w zakresie widmowym UV-VIS-NIR, co otwiera nowe mozliwosci
detektorom do zastosowan kosmicznych H3.

e pokazanie efektu “samoregeneracji” dla fotodiod organicznych i ogniw
fotowoltaicznych po oddziatywaniu intensywnym, krétkoimpulsowym strumieniem
protonow H4.

e pokazanie unikalnej odpornosci przyrzadéw bazujacych na wieloskladnikowych
materiatlach  perowskitowych na  krotkoimpulsowy  strumiefi  protondw,
ze szczegb6lowa analizg czynnikow warunkujgcych t¢ odpornosé HS.

. pokazanie unikalnej stabilnosci perowskitowych ogniw stonecznych oraz struktury
krystalicznej odpornej na generacje defektow pod wplywem promieniowanie H6.
Osiggniecia w ramach prac H1-H6 poszerzaja wiedz¢ w dziedzinie optoelektroniki
odpornej na promieniowanie jonizujace i dostarczaja praktyczng wiedz¢ do zastosowania
w kosmosie.

W mojej opinii dr Solovan podjal si¢ rozwigzania relatywnie nowych i trudnych
zagadnien zaréwno o charakterze podstawowym jak i aplikacyjnym, co jest istotng cecha
samodzielnego pracownika nauki. Rozprawa moze stanowi¢ material dydaktyczny dla
studentéw i doktorantéw, a takze pracownikow zespotow badawczych zajmujacych sie
problematyka silnego oddziatywania promieniowania jonizujacego na przyrzady
potprzewodnikowe.

Uwagi krytyczne
W opinii recenzenta praca nie zawiera istotnych niedociagnigé czy bledow. Cykl
przedstawionych do oceny publikacji jest spdjny tematycznie w zakresie ujetym przez
obszerny Autoreferat, przedstawiajacy w sposob klarowny (w wersji angielskiej)
osiggnigcia naukowe Habilitanta. Wersja polska autoreferatu w niektorych miejscach jest
niezrozumiata. Habilitant uzywa/wprowadza “dziwnie” brzmiace pojecia - np.
“detektywnos$¢” (wykrywalnos¢?). Dodatkowo, lepiej uzywaé slowa “przyrzad niz
“urzadzenie”. Glowne moje zastrzezenia budzi wiodaca rola Habilitanta tylko
w_polowie prezentowanych prac w cyklu. Nalezy postawi¢ pytanie dlaczego Habilitant
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postanowit przedstawi¢ tylko szes¢ publikacji skoro jego dorobek obejmuje znacznie
wiecej prac dotyczacych przedmiotowej tematyki?

Uwzgledniwszy, wyzej wymienione uwagi stwierdzam jednak, iz rozprawa
habilitacyjna dr. Sonovana stanowi wklad w rozwdéj fizyki, w zakresie poznania
mechanizméw oraz opisu wplywu promieniowania na wlasciwosci przyrzadow
detekcyjnych. Tresé merytoryczna rozprawy potwierdza dojrzalos¢
i samodzielnos¢ naukowg Habilitanta, a jej poziom naukowy s$wiadczy
o przygotowaniu do samodzielnego rozwigzywania zlozonych probleméw naukowych
i technicznych.

Ocena dorobku naukowego

Catkowity dorobek naukowy dr. Mykhailo Solovana obejmuje 102 (zgodnie

z przedstawiong dokumentacjg) prace naukowe (z czego 65 opublikowal po uzyskaniu

stopnia doktora - “kandydata nauk™). Habilitant deklaruje, ze jego prace byly cytowane

1016/632 bez autocytowan (Scopus). Sumaryczny Impact Factor wszystkich

opublikowanych artykutow wynosi 193.3, a indeks Hirscha 19/12 (bez autocytacji, stan

na dzien 02.02.2026 r. - baza Scopus 106 rekordow, 1246 cytowan, H=19, bez
autocytacji: 646, H=12). Habilitant wygtosit dziewie¢ prezentacji ustnych (po doktoracie),

w tym jeden wyktad na zaproszenie [Impact of Short-Pulse High-Intense Proton Irradiation

on Next-Generation Optoelectronic Devices. New Generation Photovoltaics for Space

(PVSPACE-24). Istanbul, Turkey. October 15-18, 2024] i jedna prezentacje plakatows

[Synthesis and Physical Properties of MoOx Thin Films. VII Ukrainian Scientific

Conference on Semiconductor Physics, Dnipro, Ukraine, September 26-30, 2016] na

krajowych i migdzynarodowych konferencjach naukowych (z naciskiem na krajowych -

Ukraina).

Uwzgledniajac specyfike dyscypliny naukowej oraz wspolczynnik wpltywu czasopism
naukowych poswigconych szeroko rozumianym naukom fizycznym, catkowity dorobek
naukowy, mierzony wyzej wymienionymi parametrami oceniam jako dobry. Podkreslenia
w tym kontekscie wymaga fakt, ze dane bibliometryczne habilitanta wskazujg na 48%
poziom samocytacji [stan na dzien 02.02.2026 - baza Scopus 106 rekordéw, 1246
publikacji, H=19, bez autocytacji 646, H=12)].

Ponadto, Habilitant uczestniczy/uczestniczyl w realizacji 10 projektow badawczych,
w tym w jednym jako kierownik (Wplyw promieniowania jonizujgcego i $wiatta
ultrafioletowego na procesy fotoelektryczne w fotoogniwach perowskitowych nowej
generacji z przeros$nigtymi kationami; panel: STS - 1 904 786 PLN). Bral tez udziat
w pracach komitetu organizacyjnego konferencji naukowej [International Scientific and
Practical Conference “Radio Electronics and Telecommunications” (REaT-2025),
Chernivtsi, Ukraine - Member of the Program and Organizing Committees].

Naukowe wyjazdy zagraniczne i staze Habilitanta obejmuja:

1. 2-miesigczny (07/2015 - 09/2015) staz naukowy - Visiting Researcher na University of
Massachusetts Lowell, Kennedy College of Sciences, Lowell, USA.

2. 6-miesigezny (11/2015 - 04/2016) staz podoktorski - indywidualne stypendium Erasmus
Mundus, Politecnico di Torino, Wydzial Nauk Stosowanych i Technologii, Turyn,
Wiochy.

3. 8-miesigczny (01/2022 - 09/2022) staz naukowy - Wydzial Fizyki, Uniwersytet
Nazarbajewa, Astana, Kazachstan.

4. 2-letni (10/2022 - 09/2024) staz podoktorski - indywidualne stypendium Ulam NAWA,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziat Fizyki i Astronomii, Poznan,
Polska.
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5. l-tygodniowa sesja pomiarowa (05/2024) - Wydziat Fizyki, Uniwersytet Nazarbajewa,
Astana, Kazachstan.

6. 10-dniowy staz naukowy (03/2025) - Instytut Fotowoltaiki, Uniwersytet w Stuttgarcie,
Niemcy.

Habilitant jest wspotautorem 10 patentéw (UANIPIO - Ukrainski Narodowy Urzad

Wiasnosci Intelektualnej):

1. M.N. Solovan, V.V. Brus, P.D. Maryanchuk, A.M. Kafanov: Heterophotodiode.
Ukrainian Patent (No 80759 from 10.06.2013).

2. M.N. Solovan, E.V. Maystruk, V.V. Brus, P.D. Maryanchuk, A.M. Kafanov:
Photodiode-based p-HgsIn>Tes. Ukrainian Patent (No 92085 from 25.07.2014).

3. M.N. Solovan, V.V. Brus, P.D. Maryanchuk, M.I. Ilashchuk, K.S. Ulyanitsky:
Photodetector n-TiN/p-CdTe. Ukrainian Patent (No 92086 from 25.07.2014).

4. MLN. Solovan, E.V. Maystruk, A.I. Mostovyi, P.D. Maryanchuk, V.V. Brus, T.T.
Kovalyuk, I.P. Kozyarskiy, D.P. Kozyarskiy: A method of producing of CuzZnSnSy
(CZTS) thin films. Ukrainian Patent (No 103918 from 12.01.2016).

5. M.N. Solovan, A.l. Mostovyi, V.V. Brus, P.D. Maryanchuk, K.S. Ulyanitsky:
Photodiodebased heterojunction MoOy/n-CdTe. Ukrainian Patent (No 116033 from
10.05.2017).

6. A.l. Mostovyi, M.N. Solovan, E.V. Maystruk, T.T. Kovalyuk, P.D. Maryanchuk: 4
method of producing thin films. Ukrainian Patent (No 116079 from 10.05.2017).

7. H.P. Parkhomenko, M.N. Solovan, Maryanchuk: Photodiode-based heterojunction p-
NiO/n-CdTe. Ukrainian Patent (No 124902 from 10.05.2017).

8. MLN. Solovan, A.I. Mostovyi, V.V. Brus, P.D. Maryanchuk: Method of determining the
active area of nanostructured surface-barrier heterostructures. Ukrainian Patent (No
134193 from 10.05.2019).

9. M.N. Solovan, H.P. Parkhomenko, P.D. Maryanchuk A method of fabrication UV
detector based on a Graphite/SiC heterostructure. Ukrainian Patent (No 146895 from
31.03.2021).

10.  H.P. Parkhomenko, A.l. Mostovyi, ML.N. Solovan, V.V. Brus 4 method of
fabrication an X and y-ray detector based on a Graphene/Cdle heterostructure.
Ukrainian Patent (No 151321 from 06.07.2022).

Za dzialalnoéé naukowo-badawcza i dziatalnos¢ we wspotpracy migdzynarodowej otrzymat
nagrody, w tym:

1. 2024 - Wyroznienie za najlepszg prezentacje plakatowa, Poznan, Polska.

2022 - Stypendium badawcze Ulam NAWA, Polska.

2021 - Nagroda Parlamentu Ukrainy dla Mtodych Naukowcow za 2020 r.

. 2021 - Certyfikat za osiagniecia naukowe (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy).

2020 - Nagroda za rozw6]j nauki ukrainskiej (Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy).
2017 - Dyplom uznania za osiaggnigcia w edukacji i nauce (Mer Miasta Czerniowce).
2017 - Nagroda zachecajaca do publikacji migdzynarodowych IEEE.

2015 - Stypendium badawcze Erasmus Mundus (projekt EUROEAST).

2015 - Podziekowanie za osiggnigcia naukowe w latach 2014-2015 (Czerniowiecki
Uniwersytet Narodowy).

0% N oL AW

Uwazam, iz dorobek naukowy Pana dr. Solovana spelnia wymagania ustawowe
i normy akademickie stawiane kandydatom w postepowaniu habilitacyjnym
w stopniu dobrym, a do$wiadczenie naukowe wskazuje na perspektywy do bycia
samodzielnym pracownikiem nauki.
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Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego

Na podstawie przedstawionych dokumentéw mozna stwierdzi¢, ze dr Solovan posiada
dobry dorobek dydaktyczny. Podczas pracy jako adiunkt (04/2016-11/2020) oraz profesor
uczelni (11/2020-01/2022) w Katedrze Elektroniki i Inzynierii Energetycznej, Instytut
Fizyki, Inzynierii i Nauk Komputerowych, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy,
prowadzit rocznie 600 godzin zaje¢ dydaktycznych dla studentow trzeciego i czwartego
roku studiow licencjackich oraz pierwszego roku studiéw magisterskich. Zajgcia prowadzit
zarowno w jezyku ukrainskim, jak i angielskim (Tabela 1).

Tabela. 1. Osiggniecia dydaktyczne.

Wryklady

Laboratorium

Elektronika ciata stalego (w jezyku angielskim)
Elektronika cienkich warstw

Projektowanie i technologia produkcji
stonecznych (w jezyku angielskim)
Fizyczne metody nanoszenia cienkich warstw do
ogniw stonecznych

ogniw

Elektronika ciata stalego (w jezyku angielskim)
Elektronika cienkich warstw

Projektowanie i technologia produkcji
stonecznych (w jezyku angielskim)
Fizyczne metody nanoszenia cienkich warstw do
ogniw stonecznych

ogniw

Nowoczesne  metody  badania  powierzchni | Metody analizy urzadzen pdtprzewodnikowych

potprzewodnikow
Podstawy badan naukowych

Opracowat trzy programy kursow wyktadowych, stworzyt dwa kursy laboratoryjne oraz byt
wspdtautorem trzech podrecznikow (obejmujacych wyklady i laboratoria). Byt promotorem
18 prac magisterskich i dwoch licencjackich. W przedstawionej dokumentacji nie
znalaztem informacji dotyczacych wysitku i zaangazowania dydaktycznego w Polsce.

Dr Solovan posiada takze dobry dorobek organizacyjny. Zgodnie z przedstawiong
dokumentacjg, w ramach dziatalnosci uczelnianej opracowal i uzyskat akredytacje dla
programow studiow licencjackich i magisterskich “Inzynieria Mikro- i Nanosystemow™.
Przewodniczyt Komisji Obrony Prac Magisterskich w Katedrze Optyki Korelacyjnej (2020,
2021). Peitem funkcje przedstawiciela zwiazkéw zawodowych w Katedrze Elektroniki
i Inzynierii Energetycznej (2016-2022). Habilitant deklaruje, ze przeprowadzal wewngtrzne
oceny projektow badawczych (2017-2022).

W ramach dziatalnosci krajowej i migdzynarodowej byt Wiceprzewodniczacym Komisji
Ekspertow Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy ds. oceny projektéw naukowych
w dziedzinie nauki o materiatach i nanotechnologii (2021-2023). Dodatkowo, byt
recenzentem w wiodacych migdzynarodowych czasopismach, w tym: Nano Letters, Journal
of Materials Chemistry A, Scientific Reports, Journal of the European Ceramic Society.

Podsumowujagec mozna stwierdzi¢, ze osiagniecia dydaktyczno-organizacyjne
Habilitanta s3 typowe dla aktywnych pracownikéw na etatach badawczych
ubiegajacych si¢ o stopien doktora habilitowanego.

Whioski koncowe
Po analizie rozprawy i dorobku naukowego Habilitanta moge stwierdzi¢, ze jest
on rozpoznawalnym w swojej dyscyplinie specjalista w obszarze fizyki materiatow
i przyrzadow odpornych na promieniowanie jonizujace. Zyciorys naukowy Pana
dr. Mykhailo Solovana $wiadczy o wytrwatosci w poszukiwaniu zaleznosci pomigdzy
teorig-eksperymentem i  potencjalnymi  zastosowaniami  przyrzadow  odpornych
na oddzialywanie promieniowania jonizujacego. Calosciowo dorobek ten oceniam jako

dobry.
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Uwazam, ze rozprawa habilitacyjna przedstawiona do oceny, dorobek naukowy oraz
dzialalno$¢ dydaktyczna i organizacyjna stanowia merytoryczng podstawe
do ubiegania si¢ Pana dr. Mykhailo Solovana o stopien doktora habilitowanego nauk
$cislych i przyrodniczych, w dyscyplinie fizyka i astronomia i wnoszg¢ o dopuszczenie
do dalszych etapow postepowania habilitacyjnego przez Rad¢ Naukowa Nauki
Fizyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Elektronicznie podpisany
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